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(57)  Sáng ch  c p n ch t ph  gia có th  ng n ch n s  t o ra n c t  do t  

a xi m ng ngay c  trong môi tr ng có nhi t  cao l n h n ho c b ng 150°C. 

 th , sáng ch  xu t ch t ph  gia trên c  s  silic oxit mà ng n ng a, trong 

a xi m ng dùng  trám xi m ng trong các m  d u và các m  d u khí, n c t  

do trong các môi tr ng có áp su t cao và nhi t  cao l n h n ho c b ng 100°C, 

 th  là l n h n ho c b ng 150°C và nh  h n ho c b ng 300°C, ch t ph  gia trên 

 s  silic oxit này ch a sol silic oxit trong n c ch a các h t nano silic oxit có 

 tr ng th c l n h n ho c b ng 2,15 g/cm3 và nh  h n 2,30 g/cm3,  và v a xi  

ng dùng  trám xi m ng ch a ch t ph  gia trên c  s  silic oxit này. 
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